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Заряженные дефекты оказывают значительное влияние на свойства 
сегнетоэлектрических материалов, и их исследование на микро- и наноразмерном уровне 
является важной прикладной задачей. В тоже время набор методов, позволяющих 
исследовать заряженные дефекты на локальном уровне крайне ограничен. В 
сегнетоэлектрических материалах заряженные дефекты существенно влияют на 
экранирование поляризации, что приводит к смещению и изменению формы петель 
гистерезиса. 
В докладе обсуждается возможность исследования электрического поля заряженных 
дефектов методами силовой микроскопии пьезоэлектрического отклика через измерения 
локальных петель пьезоэлектрического гистерезиса. Показано, что анализ гистерезиса 
электромеханического отклика позволяет разделить пьезоэлектрический и 
электростатический вклады и определить величину встроенного электрическое поля, 
создаваемого заряженными дефектами. Использование комплиментарных методов 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и локальной вторичной масс-
спектроскопии (local time-of-flight secondary ion mass spectrometry) [1] позволили 
характеризовать структуру поверхностного слоя материала, и оценить вклад 
адсорбционного слоя и слоя заряженных дефектов в экранирование поляризации. 
Компьютерное моделирование методом конечных элементов показало, что силовая 
микроскопия пьезоэлектрического отклика позволяет детектировать ультрамалые 
изменения концентрации заряженных дефектов в приповерхностном слое – до 0.1 %. 
Выявлено также, что встроенное поле оказывает существенное влияние на локальное 
переключение поляризации и движение доменных стенок под действием поля зонда 
атомно-силового микроскопа. 
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